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-184)  VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SILIZIUMOXID ALS AUFDAMPEMATERIAL

(57)Das Ziel der Erfindung ist die Hersteliung van Si0 mit geringen Kosten und energiesparend. Die Aufgabe besteht -

ﬁarin, keinen zusaetzlichen Vakuumprazess durchzufuehren, sondern die Verarbeitung an Luft auszufuehren, Geloe'st wird
ies erfindungsgernaess dadurch, dass Siund SiD, grossar Reinheit in aequimolaren Mangen oder mit Si-Uebaerschuss

trocken vermischt und mechanisch aktiviert wird. Unter Zusatz eines organischen Bindemittels in

waessriger Loesung wird das Gemlsch verformt und durch elne exotherme chemische Reaktion an Luft formiert,verfestigt

und vorgettocknet. Nach der anschlisssenden Aushaertung bei erhoshter Temperatur wird das Material zerkiginert,

5 Seiten



‘4= 222553

Verfahren zur Herstellung von Siliziumoxid als jufdampfmaterial

inmendunesgebiet dexr Erfindun

Die Effindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines
tvﬁd:ﬂp*rafelials zur. Erzeugung vou Siliziumoridséhichfen in
Vikuunver dempfungsprozessen. Schichten aus Siliziumoxid wer-
den beispielsweise fir elekironische Bauelemente oder in wire
hestranlenreflextierenden Thermoscheiben angewendst. ':

dufdampfschichten eus Siliziumoxid werden ﬁbliche“welse durch

Verdampfung von stickigem Siliziummonoxid (Si0) im Vakuhm her-
sestellit. Dieses siiickige Siliziummonoxid wird duzch eiﬁen ge-
sonderten “akuumbrozeﬁ bei dem ein Gemisch eus SiTiziuﬁ (5i)

uné Siliziumdioxid (S10,) verdsmpft, auf einer Kondensaulons-

fliche ziedergeschlagen und anschlieBend das Kondensst in

~ Sitcke zerkieinert wird, hergestellt,

Ueiternin wurde versucht, Siliziummonoxid durch Sinterﬁ el~-
nes Gemisches aus stiickigem Silizium und Siliziumdéioxid eben-
falls in einem aufwéndigen, gesonderten Vakuumprozel herzu~

'Sﬁcl;en, wobel das geslnierte iaterial anschliefiend gehrocren
: ouer gemehlen wird. :

Tie beksnnten Verfahren haben den Fechteil, dal des be%ﬁtirte

Verdsrofungsmaterial in einem externmen, energleaufwend1~en
© 'VakuumprozeS hergestellt wird, Diese komplizierten nersuel—
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'Zs s¢ll ein Verfehren geschaffen werden, mit welchem Silizium-
. _

nergiesparend und kostehgﬁnstig als Aufdampfmaterial
estellt wird. Das Materiazl darf keine Verschlechterung der
ns

|
cnafien der damit erzeugten Schichten hervorrufen.
I

Tesens dex Erfindure

Dor Eﬁfindlng liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahrcﬁ:zur
Hefstellung von Siliziumoxid zur Verwendung sls Aufdampf-
mdterial bei der Erzeugung von SiQ -Schichten zu schaffen,
wélches_relativ einfach ist und keinen separaten Vakuumpro—

- deh erfordert, sondern an ILuft durchfiihrbar ist.

Zrfindungsgemil wird die Aufgabe unter Verwendung von Siliw-
zium (S1) und Siliziumdioxid (Si0,) dadurch geltst, da8 ein
Gemisch gus Silizium und Siliziumdioxid sehr feiner Kornung
Zqguimolaren ¥engen oder mit einem UberschuB an Siliz#um '
mechanisch aktiviert wird. Anschliefend wird bei Zimmer%empe-
ratur ein anorganisches Bindemittel zugefiigt und die entstan-
dehe llasse vorgeformi, Das Bindemiittel wird so gewdhlt, d=3
es belm spiteren VakuumprozeB und in der iufdampfschicht nichi

"gtbrt. Beinm Iufittrocknen findeu auf Grund der vorangeg gangenen

mechanischen Akti vierung unter ‘.aa.rmeen‘l:w:Lc.'hclu:rltr eine chenische
Formlerungsreaktion statt, bel der das NMaterial verfesu;gt
wird und suf CGrund dex besondereh Struktur ginstige Verdamp—
fungsgeigenschaften erhalt. AnschlieBend wird die noch crew"lnge
Resivfeuchte bel.ca. 120 %C ausgetrieben. Das trockene Late-

! rial wird bis zur gewiinschten Stiickigkelt zerkleinert. ps ist

vorteilhaft, wenn die Teilchen des Si und 810, kleiner éls
100/um sind und der Sl-UberschuB im Sl—SiOz—GemlSGh 30 m nicht
Loerschreltet.
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veiferitin ist es vueckmaﬁlg, als Bindemittel masserg¢as it

" eirem Gewdchisanieil unjer 1,5 %, bezogen guf das §i-5i0,-Ge~
. piseh, zu verwenden undadaﬁ das Gewichtsverhdlinis ?asserglas

zu asser 1 : 8 bis 1;:;1@ betrigt.

Fu*—‘ 2% r;r??beismiel

520 g Siliziumpulver tskhéibenSchrott) und 1000 g Siliziumdi-
oxid (Quarzmehl W 12):der Teilchengrofen bis 100 um werden
trocken gemischt und vur Aktivierunra in einer Kugelmithle 1,5
intensiv gemazhlen. -nschl;eﬁenﬂ Wird des Gerisch mit 45 ml
Tatronwasserglss (30 %)éiﬁ 300 ml Wasser angefeuchtet und in |
eine Porm 16 mm hoch éingebracht und festgewalzt. Nach ce. 10 h
ist eine Pormierung des Materlals abgeschlossen und das Hate-'
rial lufttrocken. AnschliéBend wird das Materisl 2 h im lrox-',
kenschrank bel 120 e nachgetrocknet.

Des gedrocknete Material wird in beliebiger Weise zer¥leinert,
vie ¢s zun Einsetz in der Vekuumbegchichtungsanlage zur Her-
stellung von Si0O_-Schichten erforderlich ist. |
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1. Verfziren zur Herétéllung”von Siliziumoxid als ufdanpf-
1 unter Vevwendung von Silizium und Slllzlundlo tid,
el enndelchneu daB Silizium und Slllzlurdlokld

inhcit mit kleﬂnen TeilchengrolBen in anulmOWaren
er mit blllZlum im UberschuB trocken vermlscnt

und mechan isun axthlert wird, dag gktivierte Gemlsch mit
einen gerlngen Zusatu eines anorganischen Blndemlttels in
wElriger Lisung qngefeucbtet und verformt wird, das ver-
fornte, Feuchte Gemzsch durch”eine exotherme chemische Re-
akiion 4in einer Formlerung an uhft unter Normalbedingungen
verfestigt und voréétrocknet wird, das formiexrte Material
anschlieBend bei efﬁﬁhter Temperatur vollstiéndig getrocknet
‘und auvsgehirtet w1rd und daf das Materlal danach bis' zur
erforderlichen Stuckivke it zerkleinert wird.

‘2. Verfahren nach Pkt. 1, dadurch gekennzeichnet daB:die
Grtfe der Teilchen des Siliz;ums und SlllZlumdiOdeS kKlei~
ner als 100 um gewshlt wird.

3. Verfahren nach Pkt. 1, dadurch gekennzeichnet, daB dém Ge-
misch aus Silizium und Siliziumdioxid nur soviel Silizium
zugefigt wird, daB der UberschuB an Silizium 30 % niﬁht

iiberschreitet. . |

4J Verfanren nach Pxt. 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, Fdaﬁ
 als enorganisches Bindemittel VWasserglas mit einen Ga-
| wichtsverhilinis Wasserglqs zu Wasser von 1 : 8 bis 1 : 10,
mii einem Gewichtsanteil Wasserglas, bezogen auf daSESi?i—
, 2ium~Siliziumdioxid-Gemisch, unter 1,5 % verwendet wlrd.
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